
JP 2009-10409 A5 2010.11.25

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【公開番号】特開2009-10409(P2009-10409A)
【公開日】平成21年1月15日(2009.1.15)
【年通号数】公開・登録公報2009-002
【出願番号】特願2008-213117(P2008-213117)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/105    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8246   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/265    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４４４Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/02    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  21/265   　　　Ｑ
   Ｈ０１Ｌ  21/265   　　　Ｙ

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月8日(2010.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　強誘電体材料の薄膜を形成する方法であって、
　前記強誘電体材料から成る基板（１００）を下記の段階を含んだ工程により処理するこ
とを特徴とする薄膜形成方法：
　－ 前記基板（１００）の本体内の平均イオン侵入深さに近い深さの位置に該基板を二
つの領域（１０３，１０４）に分離する複数の微小キャビティから成る層（１０２）が生
じるように、前記基板（１００）の一方の面（１０１）に、水素イオンによって衝撃を付
与するイオン注入段階；
　－ 支持体上に前記基板の一方の面（１０１）を固定する段階であって、前記支持体（
１）が半導体材料から成り、少なくとも一つの電子制御回路がこの支持体（１）の一方の
面（１５）に構成され、かつ該支持体（１）上には、強誘電体材料から成る薄膜（１０３
）が、前記電子制御回路により制御されるメモリキャパシタのための誘電体として機能し
てメモリポイントを構成するように固定されるところの段階；
　－ 前記微小キャビティの層（１０２）を約５００度で加熱して前記基板の二つの領域
間に分離を生じさせる熱処理段階。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記強誘電体材料は、ＰｂＺｒＴｉＯ３（ＰＺＴ）であ
ることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記基板（１００）の前記面（１０１）を、接着剤によ
って前記支持体（１）に固定することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記基板（１００）の前記面（１０１）を、原子間結合
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に好適なる処理によって前記支持体（１）に固定することを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記電子制御回路がＭＯＳトランジスタタイプのもので
あることを特徴とする方法。
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